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１．概要（Summary）

窒化物半導体は、高移動度、ワイドバンドギャップ、Si
基板上へのヘテロエピタキシャルなどの優れた材料特性

を持つことから、次世代の電子デバイス材料として期待さ

れている。利用者は、窒化ガリウム系共鳴トンネルダイオ

ード(GaN 系 RTD)でのサブバンド間遷移を用いることで、

高速な不揮発メモリを実現することを目指している[1]。今

回、この不揮発メモリの動特性評価のために、筑波大学

微細加工プラットフォームの設備を利用して、高速パルス

電圧の作成、及び、応答電流特性の評価を行った。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

半導体特性評価システム

【実験方法】

半導体特性評価システムの任意波形発生機能を用い

て、振幅 1 V、パルス幅 500 ns のパルス電圧を作成した。

その後、プローバー装置を用いて、素子にパルス電圧を

印加し、以下の条件で、パルス電圧、及び、応答電流特

性の評価を行った。

・測定間隔: 10 ns、積分時間: 10 ns

３．結果と考察（Results and Discussion）

Fig. 1 には、作成したパルス電圧、及び、応答電流の

測定結果を示す。そして、Fig. 2 には、パルス電圧と応答

電流の立ち下がり時間（τf と τ’f）を評価した結果を示して

いるが、約 6ns の急峻な立ち下がり時間を持つパルス電

圧を実現できていることがわかった。また、応答電流特性

も指数関数で良くフィッティングでき、高い再現性があっ

たことから、筑波大学微細加工プラットフォームの半導体

特性評価システムが、ナノ秒オーダーの動特性評価に有

効であることがわかった。

Fig. 1. Measurement result of a pulse voltage and
current response.

Fig. 2. Estimation of falling time of a pulse voltage 
and current response.
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・参考文献：[1] M. Nagase et al., JJAP 54, (2015) 
034201.
・他機関の利用：産業技術総合研究所
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